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摘要(译)

提供一种有机发光显示器，其中包括开关晶体管和由单晶硅形成的驱动
晶体管的2T-1C结构的半导体电路单元形成在塑料基板上。制造单晶硅的
方法包括：在晶体生长板上生长单晶硅层至预定厚度;在单晶硅层上沉积
缓冲层;通过例如从绝缘层的上部在单晶硅层中注入氢离子，在单晶硅层
中形成预定深度的分隔层;将基板附着到缓冲层;通过从晶体生长板加热分
隔层，释放单晶硅层的分隔层，以在基板上获得预定厚度的单晶硅层。
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